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Façam exercícios 3.4 e 3.5.

I, V ?
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Figura 3.7 The i–v characteristic of a silicon junction diode.

Diodo Ideal Diodo Real
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Diodo Real
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Diodo Real

)1( / −= TD nVv
SD eIi

Corrente no diodo Tensão no diodo

Corrente de saturação
n = fator de idealidade ( 1 ≤ n ≤ 2)

k T/q k = Constante de Boltzmann = 1,38x10    J/K-23

T = Temperatura em kelvin = (273+T(ͦ C))
q = carga do elétron = 1,6x10   C-19=

T
V 25,8 mV

(25 ͦ C)
=

T
V 25 mV

Equação da Corrente no Diodo (lei do diodo):

Tensão Térmica
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Diodo Real

Apresentando a Lei do Diodo de outra forma:

Prof. Seabra
PSI/EPUSP

)1( / −= TD nVv
SD eIi

128

Diodo Real

Exemplo 3.3: Um diodo de silício, feito para operar com 1 mA, 
apresenta uma queda de tensão direta de 0,7 V para uma
corrente de 1 mA. Avalie o valor da constante IS nos casos em 
que n seja 1 ou 2. Que constantes de escalamento (n=1; n=2) 
você aplicaria para um diodo de 1 A do mesmo fabricante que
conduz uma corrente de 1 A para uma queda de 0,7 V?

D TnV
D SI I e= V / D TnV

S DI I e−= V /
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Diodo Real

Exemplo 3.3:

Para o diodo de 1 mA:
Se n = 1: IS = 10˗3e-700/25 = 6,9 × 10-16 A ou cerca de 10-15 A
Se n = 2: IS = 10-3e-700/50 = 8,3 × 10-10 A ou cerca de 10-9 A

O diodo conduzindo 1 A para uma queda de 0,7 V corresponde a 1000 
diodos de 1 mA em paralelo com uma seção de junção 1000 vezes 
maior. Portanto, IS também é 1000 vezes maior, tendo 1 pA e 1 mA, 
respectivamente para n = 1 e n = 2.

Deste exemplo deve ficar evidente que o valor usado para n pode ser 
muito importante.
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Os valores de IS e VT dependem 
da Temperatura

Diodo Real
A dependência com a Temperatura

• “IS” (IS+Ifuga) dobra a cada 10°C de aumento da Temperatura
Portanto para o mesmo VD, ID aumenta com o aumento da Temperatura

• Na soma dos efeitos, para o 
mesmo VD, ID aumenta com a 
temperatura, ou, para o mesmo ID,

2 ref

T2 Tref

T -T
102S SI I

 
 
 =

• Variação com VT : kT/q !!!  
Portanto para o mesmo VD, ID diminui com o aumento da Temperatura

•VD diminui 2mV a cada 1°C de aumento da Temperatura
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Diodo Real
A Análise por Modelos Linearizados (CC)

Aproximação da Curva Característica por Retas

-Até VD0 (reta A), diodo aberto

-Após VD0 (reta B), segmento 
de reta com inclinação 1/rD

-Como criar um modelo?

Prof. Seabra
PSI/EPUSP 141

Diodo Real
A Análise por Modelos Linearizados (CC)

O Modelo com VD0 e rD
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Exata Livro (rD = 20Ω) Ref em 1mA
e rD = 11Ω

Ref em 4mA
e rD = 11Ω

VD 0,762V 0,735V (-4%) 0,733V (-4%) 0,752V (-2%)

ID 4,28mA 4,26mA (-1%) 4,27mA (-1%) 4,25mA (-1%)

148

Resumindo

Em engenharia, erros menores que 10% são 
aceitáves e melhores que 5% são muito bons!

Será então que não exageramos na dose?
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O Modelo só com VD

Um modelo mais simples...
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Exemplo 3.4 de novo!:

5V

1kΩ

Solução:  VD = 0,7V e ID = 4,3mA
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Exata Livro Ref em 4mA Modelo só VD

VD 0,762V 0,735V (-4%) 0,752V (-2%) 0,7V (-8%)

ID 4,28mA 4,26mA (-1%) 4,25mA (-1%) 4,3mA (+1%)
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Exemplo 3.4 de novo!:

Resumindo

Modelo Diodo Ideal (Chave aberta, chave fechada): 
VD = 0; ID = 5mA (17%) 
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Exercício 3.12 Projete o circuito da Figura E3.12 para proporcionar 
uma tensão de saída de 2,4 V. Suponha que os diodos disponíveis 
tenham 0,7 V de queda com uma corrente de 1 mA e que ΔV = 
0,1 V/década de variação na corrente.
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Fazer os exercícios 3.11 e 3.13!
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